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REIVINDICACIONES

1. Un sistema que comprende:

una estructura de sensor de imagen que comprende:
una capa de imagen dispuesta sobre un sustrato base, una pila de
dispositivos dispuesta sobre la capa de imagen, una almohadilla de union
dispuesta en la pila de dispositivos,
una pila de pasivacion dispuesta sobre la pila de dispositivos y la
almohadilla de unién, una matriz de nanopocillos dispuesta en una capa
superior de la pila de pasivacién, una via a través de silicio (TSV) en
contacto eléctrico con la almohadilla de unién, extendiéndose la TSV a
través del sustrato base, y
una capa de redistribucion (RDL) dispuesta sobre una superficie inferior del
sustrato base, estando la RDL en contacto eléctrico con la TSV y

una celda de flujo dispuesta sobre la capa superior de la pila de pasivacién

para formar un canal de flujo entre ellas;

en donde el canal de flujo esta dispuesto sobre la matriz de nanopocillos y la

almohadilla de unién.

2. El sistema de la reivindicacion 1, que comprende:

una primera (12) capa de proteccion ambiental dispuesta sobre una 12
parte de la RDL,;

estando las estructuras de soporte mecanico dispuestas sobre la 12 capa
de proteccién ambiental; y

cables unidos en contacto eléctrico con una segunda (22) parte de la RDL.
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3. El sistema de la reivindicacion 2, que comprende:
una 22 capa de proteccién ambiental dispuesta sobre la 22 parte de la RDL;

en donde la 12 y la 22 capas de proteccion ambiental cubren toda la RDL.

4. El sistema de la reivindicacion 1, en donde la almohadilla de unién es una

pluralidad de almohadillas de unidn sobre las cuales esta dispuesto el canal de

flujo.
5. El sistema de la reivindicacion 1, en donde la pila de pasivacion
comprende:

una 12 capa de pasivacion dispuesta sobre la pila de dispositivos y la almohadilla
de union; y

una 12 capa de proteccién quimica dispuesta sobre la 12 capa de pasivacion.

6. El sistema de la reivindicacion 5, en donde la pila de pasivacion
comprende:
una 22 capa de pasivacion dispuesta sobre la 12 capa de proteccién quimica; y

una 22 capa de proteccién quimica dispuesta sobre la 22 capa de pasivacion.

7. El sistema de la reivindicacion 1, que comprende:

una matriz de detectores de luz dispuesta en la capa de imagen; y

una matriz de guias de luz dispuesta en la pila de dispositivos, estando asociada
cada guia de luz con al menos un detector de luz de la matriz de detectores de

luz.
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8. El sistema de la reivindicacion 7, en donde la pila de pasivacion
comprende una superficie inferior en contacto directo con una superficie superior

de las guias de luz.

9. El sistema de la reivindicacion 1, en donde la celda de flujo comprende:
una tapa de celda de flujo fijada a las paredes laterales de la celda de flujo,
estando unidas las paredes laterales de la celda de flujo a la capa superior de la
pila de pasivacion;
en donde el canal de la celda de flujo esta formado por la tapa de la celda de
flujo, las paredes laterales de la celda de flujo y la capa superior de la pila de
pasivacion.
10. El sistema de la reivindicacion 1, que comprende:
una capa de proteccion contra la luz, dispuesta entre la pila de dispositivos y la
pila de pasivacion;
en donde la almohadilla de unién se extiende a través de la capa de proteccion
contra la luz.
11. El sistema de la reivindicacion 1, en donde una superficie superior de la
almohadilla de unién esta dispuesta debajo de una superficie inferior de la pila
de pasivacion.
12. Un sistema que comprende:
una estructura de sensor de imagen que comprende:
una capa de imagen dispuesta sobre un sustrato base, comprendiendo la
capa de imagen una matriz de detectores de luz dispuesta en su interior,

una pila de dispositivos dispuesta sobre la capa de imagen,
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una pluralidad de almohadillas de union dispuesta en la pila de dispositivos,
una matriz de guias de luz dispuesta en la pila de dispositivos,
una pila de pasivacién dispuesta sobre la pila de dispositivos y la pluralidad
de almohadillas de union,
una matriz de nanopocillos dispuesta en una capa superior de la pila de
pasivacion,
una via a través de silicio (TSV) en contacto eléctrico con las almohadillas
de union de la pluralidad de almohadillas de unidn, extendiéndose la TSV
a través del sustrato base, y
una capa de redistribucion (RDL) dispuesta sobre una superficie inferior del
sustrato base, estando la RDL en contacto eléctrico con la TSV y
una celda de flujo dispuesta sobre la capa superior de la pila de pasivacién
para formar un canal de flujo entre ellas;
en donde el canal de flujo esta dispuesto sobre la matriz de nanopocillos y la

pluralidad de almohadillas de unién.

13.  El sistema de la reivindicacion 12, que comprende:

una 12 capa de proteccion ambiental dispuesta sobre una 12 parte de la RDL;
estando las estructuras de soporte mecanico dispuestas sobre la 12 capa de
proteccion ambiental;

cables unidos en contacto eléctrico a una 22 parte de la RDL; y una 22 capa de
proteccion ambiental dispuesta sobre la 22 parte de la RDL; en donde la 12 y la

22 capas de proteccion ambiental cubren toda la RDL.

14. El sistema de la reivindicacion 12, en donde la pila de pasivacion
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comprende:

una 12 capa de pasivacion dispuesta sobre la pila de dispositivos y la
pluralidad de almohadillas de unién; y

una 12 capa de proteccion quimica dispuesta sobre la 12 capa de

pasivacion.

15. El sistema de la reivindicacion 14, en donde la pila de pasivacion
comprende:

una 22 capa de pasivacion dispuesta sobre la 12 capa de proteccion
quimica; y

una 22 capa de proteccion quimica dispuesta sobre la 22 capa de

pasivacion.

16. Un método que comprende:

disponer una pila de dispositivos y una capa de imagen sobre una capa
de sustrato base, respectivamente;

disponer una almohadilla de union en la pila de dispositivos;

disponer al menos una parte de una pila de pasivacion sobre la pila de
dispositivos y la almohadilla de unién;

formar una matriz de nanopocillos en una capa superior de la pila de
pasivacion;

grabar una TSV a través de una superficie inferior del sustrato base,
extendiéndose la TSV hacia la almohadilla de union;

enchapar la TSV para que haga contacto eléctrico con la almohadilla de

union;
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disponer una RDL en la superficie inferior del sustrato base, estando la
RDL en contacto eléctrico con la TSV, y

disponer una celda de flujo sobre la capa superior de la pila de pasivacion
para formar un canal de flujo entre ellas, en donde el canal de flujo esta dispuesto

sobre la matriz de nanopocillos y la almohadilla de unién.

17.  Método de la reivindicacion 16, que comprende:

disponer una 12 capa de proteccion ambiental sobre una 12 parte de la
RDL;

unir las estructuras de soporte mecanico sobre la 12 capa de proteccion
ambiental; y

unir el cable a una 22 parte de la RDL, estando el cable unido en contacto

eléctrico con la RDL.

18. Meétodo de la reivindicacion 17, que comprende:

disponer una 22 capa de proteccién ambiental sobre la 22 parte de la RDL;

cubrir la RDL completamente con la 12 y 22 capas de proteccién ambiental.

19. El método de la reivindicacion 16, en donde disponer al menos una parte
de una pila de pasivacion comprende:

disponer una 12 capa de pasivacion sobre la pila de dispositivos y la
almohadilla de union;

disponer una 12 capa de proteccion quimica sobre la 12 capa de

pasivacion; y



disponer una 22 capa de pasivacion sobre la 12 capa de proteccion

quimica.

20. El método de la reivindicacion 19, en donde la formacion de una matriz de
nanopocillos comprende: grabar la matriz de nanopocillos en la 22 capa de
pasivacion; y disponer una 22 capa de proteccion quimica sobre la 22 capa de

pasivacion.






